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(57) Abstract: The invention relates to a microelectromechanical component (1) and to a method for the production thereof. The
microelectromechanical component (1) comprises a pressure-sensitive semiconductor chip (2) that, in the pressure-sensitive area (3)
thereof, is covered by a rubber-elastic layer (5), is placed inside a cavity housing (7) and is covered by a rubber-elastic covering (10).
? This rubber-elastic covering (10) has a larger thickness than the rubber-elastic layer (5) on the pressure-sensitive area.

& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein mikroelektromechanisches Bauteil (1) und ein Verfahren zur Herstellung des-
selben. Das mikroelektromechanische Bauteil (1) weist einen druckempfindlichen Halbleiterchip (2) auf, der in seinem druckemp-
findlichen Bereich (3) von einer gummielastischen Schicht (5) bedeckt ist und in einem Hohlraumgehéuse (7) angeordnet und von
einer gummielastischen Abdeckung (10) bedeckt ist. Diese gummielastische Abdeckung (10) weist eine groBere Dicke auf, als die
gummielastische Schicht (5) auf dem druckempfindlichen Bereich.
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MIKROELEKTROMECHANISCHER DRUCKSENSOR UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG

Die Erfindung betrifft ein mikroelektromechanisches Bauteil
und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Das mikroelektrome-
chanische Bauteil weist einen Halbleiterchip mit einem druck-
empfindlichen Bereich auf. Der Halbleiterchip ist in einem
vorgefertigten, einseitig offenen Hohlraumgehduse angeordnet,
wobeil sein druckempfindlicher Bereich dem AuBendruck durch
das vorgefertigte einseitig offene Hohlraumgehduse ausgesetzt

werden kann.

Ein derartiges elektronisches Bauteil ist aus der Druck-
schrift DE 42 03 832-A bekannt. Der bekannte Halbleitersensor
ist in einer &uBeren Umhiillung aus Epoxidharz eingebettet,
wobei der druckempfindliche Bereich in Form einer Membran auf
der aktiven Oberseite des Halbleiters frel zugidnglich ist.
Der gesamte Halbleiterchip ist auf einem Triger, der eben-
falls in die Umhiillung eingegossen ist, angeordnet. Ein der-
artiger Sensor hat den Nachteil, dass er in aggressiven Medi-
en nicht einsetzbar ist, zumal die druckempfindliche Flé&che

des Halbleiterchips ungeschiitzt der Umgebung ausgesetzt ist.

Ein weiteres mikroelektromechanisches Bauteil ist aus der
Druckschrift US 6,401,545 Bl bekannt, bei dem der druckemp-
findliche Bereich des Halbleiterchips durch eine gummielasti-
sche Abdeckung vor Beschadigungen und aggressiven Medien ge-
schiitzt wird. Eine derartige L&sung hat jedoch den Nachteil,
dass diese Abdeckung den gesamten Hohlraum eines Hohlraumge-
h&8uses abdeckt, und dass bei hohen Druckwechseln die gummie-

lastische Schicht dazu neigt zu reiben und Luftblasenein-
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schlisse zu bilden. Diese Luftblaseneinschliisse verschlech-

- tern die Sensitivitat des druckempfindlichen Bereichs und die

Gesamtstabilitidt des Sensors.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein mikroelektromechanisches
Bauteil anzugeben, bei dem die Luftblasenbildung unter extre-
men Betriebsbedingungen, wie hohen Druckwechseln, vermindert
wird und die Sensitivit&dt ilber die gesamte Lebensdauer des
mikroelektromechanischen Bauteils ohne Degradation erhalten

bleibt.

Geldst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhidngigen
Anspriche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben

sich aus den abh&ngigen Anspriichen.

Erfindungsgem&B wird ein mikroelektromechanisches Bauteil an-
gegeben, das einen Haibleiterchip mit einem druckempfindli-
chen Bereich auf seiner aktiven Oberseite aufweist. Der druk-
kempfindliche Bereich ist von einer gummielastischen Schicht
bedeckt, wéhrend auBerhalb des druckempfindlichen Bereichs
Kontaktflachen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips

angeordnet sind.

Dartber hinaus weist das mikroelektromechanische Bauteil ein
vorgefertigtes, einseitig offenes Hohlraumgehiduse mit elek-
trischen Verbindungen zwischen AuBenanschliissen des Bauteils
und den Kontaktfl&chen des Halbleiterchips auf. Diese elek-
trischen Verbindungen werden beim Fertigen des Hohlraumgehiu-
ses, das heift beim SpritzgieBen der Seitenwinde des Hohl-
raumgehduses, in diese mit eingegossen. Dieses EingieBen er-
folgt in der Weise, dass sich nach auBen AuBenanschliisse er-
strecken und dass nach innen zum Hohlraum hin Teilbereiche

der elektrischen Verbindungen in Form von Kontaktanschluss-
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flachen vorhanden sind. Eine gummielastische Abdeckung, wel-
che die Oberseite des Halbleiterchips, Teilbereiche der elek-
trischen Verbindungen im Inneren des Hohlraumgehduses und In-
nenseiten des Hohlraumgehduses abdeckt, 1st in dem einseitig

offenen Hohlraumgehduse (iber dem Halbleiterchip angeordnet.

Um zu vermeiden, dass sich in der gummielastischen Abdeckung
Luftblasen und Risse bilden, insbesondere bei hohen Beschleu-
nigungsbeanspruchungen, ist dieser Bereich des mikroelektro-
mechanischen Bauteils mit einer steifen Kunststoffumhillung
bedeckt, die nicht nur die gummielastische Abdeckung schiitzt,
sonder auch die AuRenseiten des vorgefertigten Hohlraumgehdu-

ses abdeckt.

Lediglich eine Offnung, deren Grobe dem druckempfindlichen
Bereich entspricht, ist in der Kunststoffumhiillung freigehal-
ten und weist eine Offnungsstiefe auf, so dass der druckemp-
findliche Bereich des Halbleiterchips lediglich von einer
diinnen, gummielastischen Schicht bedeckt bleibt. Derartige
diinne, gummielastische Schichten neigen nicht zur Bildung von
Luftblasen und gewdhrleisten eine sichere Funktion des druck-
empfindlichen Bereichs auch bei h&chsten Belastungen. Die
gummielastische Schicht weist somit eine geringere Dicke auf,
als die gummielastische Abdeckung und die Groébe der gummiela-
stischen Schicht entspricht der GroBe der Offnung in der
Kunststoffumhiillung und der GroBe des druckempfindlichen Be-

reichs des Halbleiterchips.

Diese aufeinander abgestimmten GroRen und Dicken verbessern
die Lebensdauer des druckempfindlichen Halbleiterchips und

damit auch die lLebensdauer des mikroelektromechanischen Bau-
teils. Dabei wirkt die Kunststoffumhiillung wie eine Klammer,

die eine hohe Formstabilitdt gewdhrleistet und die gummiela-



10

15

20

25

30

WO 2004/106222 PCT/DE2004/001080

stische Abdeckung formstabil umschlieBt. Damit wird ein mi-

kroelektromechanisches Bauteil realisiert, das im Prinzip ei-
ne doppelwandige Hohlraumform aufweist, wobei lediglich eine
Offnung in dieser doppelwandigen Hohlraumform dem zu messen-—
den Medium ausgesetzt wird, und zwar in exakt der GroéBe, die

dem Sensorbereich des Halbleiterchips entspricht.

Um die Drucksignale von dem Sensorbereich des Halbleiterchips
an die AuBenanschliisse zu transportieren, weist der Halblei-
terchip, auf seiner aktiven Oberseite, Kontaktflichen auf,
die Uber Bonddr&hte zu Teilbereichen in Form von Kontaktan-
schlussfldchen der elektrischen Verbindungen fiithren, welche
durch die Doppelwand des Hohlraumgehduses mit Umhiillung hin-
durchgehen und mit AuBenanschliissen elektrisch verbunden

sind.

Zur Verankerung des Hohlraumgeh&uses in der Kunststoffumhil-
lung weist das vorgefertigte Hohlraumgehduse auf seinen Au-
RBenseiten, Verankerungselemente auf. Die Verankerungselemente
sind formschliissig mit der Kunststoffumhiillung verzahnt, so
dass ein sicherer Sitz des vorgefertigten Hohlraumgehduses in
der Kunststoffumhiillung gewdhrleistet bleibt. Wahrend das
vorgefertigte Hohlraumgehduse und die Kunststoffumhiillung aus
einem Epoxidharz hergestellt sind, weist die gummielastische
Abdeckung und die gummielastische Schicht einen Silikongummi
beziehungsweise ein Silikongel auf, das einen in der Offnung
der Kunststoffumhiillung anstehenden Druck auf den druckemp-
findlichen Bereich auf der aktiven Oberseite des Halbleiter-

chips spannungsfrei tbertrigt.

Uber entsprechende Leiterbahnen vom druckempfindlichen Be-
reich, zu auberhalb des Druckbereichs angeordneten Kontakt-

flachen, werden die Sensorsignale iiber Bonddréhte auf die
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elektrischen Verbindungen zu den Aufenanschliissen gefiihrt.
Das erfindungsgemé&fe mikroelektromechanische Bauteil hat den
Vorteil einer erhohten Lebensdauer und wird selbst bei hohen
Druckwechseln, sowie bei hohen Beschleunigungskr&dften nicht

beschadigt.

Ein Verfahren zur Herstellung eines mikroelektromechanischen
Bauteils mit einem druckempfindlichen Halbleiterchip weist
die nachfolgenden Verfahrensschritte auf. Zundchst wird ein
Halbleiterchip mit einem druckempfindlichen Bereich auf sei-
ner aktiven Oberseite und mit Kontaktfl&chen auberhalb des
druckempfindlichen Bereichs bereitgestellt. AuBerdem wird ein
einseitig offenes Hohlraumgeh&use mit Seitenwdnden und einem
Hohlraumboden spritzgegossen. In die Spritzgussform fiir das
Hohlraumgeh&duse werden elektrische Durchfiihrungen eingelegt,
die Aufenanschliisse und innere Kontaktanschlussflachen auf-
weisen und in die Seitenw&nde des Hohlraumgeh&uses beim
Spritzgiefen mit eingegossen werden. Anschliefend wird der
Halbleiterchip auf dem Hohlraumboden angeordnet und fixiert,
wobeil druckfeste Klebstoffschichten zum Einsatz kommen. Nach
dem Fixieren des druckempfindlichen Halbleiterchips auf dem
Hohlraumboden werden elektrische Verbindungen zwischen den
Konfaktanschlussfléchen des Hohlraumgeh&uses und den Kontakt-
flachen des Halbleiterchips hergestellt. Dieses kann durch

Einbringen von Bondverbindungen erfolgen.

Nach dem elektrischen Verdrahten des Halbleiterchips in dem
Hohlraumgehduse wird eine gummielastische Abdeckmasse in das
Hohlraumgeh&duse unter Auffiillen des Hohlraums mit einer Ab-
deckung eingebracht. Diese Abdeckung bettet sowohl die Bond-
verbindungen als auch den Halbleiterchip mit seinem druckemp-
findlichen Bereich in die Abdeckmasse ein, die vorzugsweise

ein Silikongel aufweist. Danach wird das Hohlraumgehduse mit
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Abdeckmasse in eine gedffnete Spritzgussform unter Beibehal-
tung eines Abstands zu den Innenseiten der Spritzgussform

eingebaut.

Die Spritzgussform weist einen Stempel zum Eintauchen in die
gummielastische Abdeckmasse auf. Dieser Stempel ist derart
angeordnet, dass er beim Eintauchen in die gummielastische
Abdeckmasse den druckempfindlichen Bereich des Halbleiter-
chips abdeckt, jedoch einen Abstand zu diesem druckempfindli-
chen Bereich einhidlt. Beim SchlieBen der Spritzgussform bil-
det sich, somit einem dem Abstand entsprechende, gummielasti-
sche Schicht zwischen dem Stempel und dem druckempfindlichen
Bereich des Halbleiterchips. Die Dicke dieser gummielasti-
schen Schicht entspricht dem Abstand zwischen Stempel und
druckempfindlichen Bereich und ist somit dinner als die gum-
mielastische Abdeckung auf dem tUbrigen Halbleiterchipbereich,
sowie in dem verbliebenen Hohlraum des vorgefertigten Hohl-
raumgeh&duses. Nach dem SchlieBen der Spritzgussform wird eine
Kunststoffmasse als Kunststoffumhiillung in die Spritzgussform
eingelassen. Dabei werden die AuBenseiten des vorgefertigten
Hohlraumgehduses und die gummielastische Abdeckung von der
Kunststoffmasse umhiillt. Es bildet sich im Bereich des Stem-
pels eine Offnung zu der gummielastischen Schicht auf dem
druckempfindlichen Bereich des Halbleiterchips aus. Nach ei-
nem Aushérteﬂ der Kunststoffumhiillung unter thermischer Be-
handlung des Epoxidharzes der Kunststoffumhiillung wird die
Spritzgussform auseinandergefahren und das fertige mikroelek-
tromechanische Bauteil kann der Spritzgussform entnommen wer-

den.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das mikroelektrome-
chanisch Bauteil entsprechend der Erfindung ein doppeltes Ge-

hiduse aufweist, namlich ein vorgefertigtes Hohlraumgehduse
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und eine dieses Hohlraumgehduse und den mit Gel aufgefiillten
Hohlraum umschlieBende Kunststoffumhiillung. Der mit Gel auf-
geftillte Hohlraum dient als Spannungspuffer, das heift auf
den Halbleiterchip wirken keine mechanischen Vorspannungen.
Die Kunststoffumhtillung dient dem Schutz gegen &duBere mecha-
nische Einfliisse und schiitzt insbesondere die gummielasti-
sche, gelartige Abdeckmasse vor Luftblasenbildung, Rissbil-

dung und chemomechanischer Zersetzung.

Des weiteren ist festzustellen, dass die beiden Gehduse in-
einander méchanisch fest verankert sind, zumal die Aubensei-
ten des Hohlraumgeh&uses Ankerelemente aufweisen, welche in
die Kunststoffumhiillung eingegossen sind. SchlieBlich‘wird
beim SpitzgieRen durch den Stempel eine Offnung erzeugt, die
einerseits in ihrer GrdBe dem druckempfindlichen Bereich des
Halbleiterchips entspricht und andererseits eine Gelschicht-
dicke unmittelbar tiber der druckempfindlichen Membran her-
stellt, die stark reduziert ist und somit bei hohen Beschleu-
nigungen keine Signalverfdlschung bewirkt, wie es unter Bei-

behaltung der Dicke der Abdeckmasse auftreten wiirde.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefligten Figuren ndher

erldutert.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein mi-
kroelektromechanisches Bauteil einer Ausfihrungs-

form der Erfindung,

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine
gedffnete Spritzgussform mit eingesetztem mikro-
elektromechanischen Bauteil mit einem Hohlraumge-

hiuse und gummielastischer Silikongel-Abdeckung,
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Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine
geschlossene Spritzgussform gemdh Figur 2 vor einem

Einspritzen einer Kunststoffumhiillung,

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine
geschlossene Spritzgussform gemd&R Figur 3 nach Ein-

spritzen der Kunststoffumhiillung,

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt des mikro-
elektromechanischen Bauteils nach Entnahme aus der

Spritzgussform gemdf Figur 4.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein mi-
kroelektromechanisches Bauteil 1 einer Ausfihrungsform der
Erfindung. Dieses mikroelektromechanische Bauteil weist.zwei
ineinander geschachtelte Gehduse auf. In einem dulleren Be-
reich besitzt es als duBeres Gehduse eine Kunststoffumhiillung
12 aus einem Epoxidharz und darin eingebettet als inneres Ge-
hduse ein Hohlraumgehduse 7. Das Hohlraumgehduse 7 ist ein-
stiickig und weist Hohlraumwidnde 16 und einen Hohlraumboden 17

auf.

Der Hohlraum des Hohlraumgeh&uses 7 ist mit einem gummiela-
stischen Silicongel aufgefillt. In diesem Silicongel ist der
Halbleiterchip 2 spannungsfrei mit seinem druckempfindlichen
Bereich 3 eingebettet. Das Silicongel bildet eine gummiela-
stische Abdeckung 10, die im druckempfindlichen Bereich 3 des
Halbleiterchips 2 auf eine gummielastische Schicht 5 redu-
zlert ist. Die Dicke der gummielastischen Schicht ist gerin-
ger, als die Dicke der gummielastischen Abdeckung 10. Die
Grobe der gummielastischen Schicht 5 entspricht der Grohe des
druckempfindlichen Bereichs 3 auf der aktiven Oberseite 4 des

Halbleiterchips 2. AuRerdem korrespondiert die Grdle der gum-
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mielastischen Schicht 5 mit der GréBe einer Offnung 14 in der

Kunststoffumhiillung 12.

Uber diese auf die GroBe des druckempfindlichen Bereichs 3
reduzierten Offnung, in dem sonst nach oben hin offenen Hohl-
raumgehduse 7, kann ein Druckaustausch zwischen der Umgebung
und dem druckempfindlichen Bereich 3 spannungsfrei stattfin-
den, da der Halbleiterchip auf seiner gesamten Oberseite eine
gummielastische Abdeckschicht 10 aufweist. Die gummielasti-
sche Abdeckung bedeckt teilweise aud die Innenseiten 11 des
Hohlraumgeh&uses 7. Durch die Verminderung der Dicke der Ab-
deckung 10 auf die Dicke der gummielastischen Schicht 5 ist
die Wahrscheinlichkeit einer Beschadigung durch Risse oder
Blasenbildung in der Schicht 5 bei Belastungen durch hohe Be-

schleunigungen vermindert.

Durch die starre Kunststoffumhiillung wird dariiber hinaus er-
reicht, dass sich auch in der gummielastischen Abdeckschicht
keine Blasen bilden, welche die Empfindlichkeit des Sensors
vermindern und eine Ursache fiir Signalverfdlschungen sind.
Der druckempfindliche Bereich 3 erzeugt ein Drucksignal, das
Uber Leiterbahnen auf der aktiven Oberseite 4 des Halbleiter-
chips 2 zu den Kontaktfléchen 6 in einem Bereich auberhalb
des druckempfindlichen Bereichs Ubertragen wird. Von dort
werden die Seusorsignale iiber filhren Bondverbindungen 23 zu
Kontaktanschlussfldchen 19 der elektrischen Verbindungen 8
Uber Durchfthrungen 18 zu AuBenanschliissen 9 des mikroelek-
tromechanischen Bauteils 1 gefihrt. Um ein sicheres Bonden zu
gewdhrleisten, sind die Kontaktanschlussfl&chen 19 auf einem
sockelartigen Vorsprung im Inneren des Hohlraumgehduses 7 an-
geordnet und mit einer bondbaren Schicht bedeckt. Das Hohl-
raumgehduse 7 mit den elektrischen Verbindungen 8 wird ein-

stiickig in einem einzigen Spritzguss-Schritt gegossen. In ei-
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nem weiteren Spritzguss-Schritt wird dann nach Aufbringen der
gummielastischén Abdeckung die Kunststoffumhiillung aufge-
bracht. Mit Hilfe von Verankerungselementen 15 auf den Auben-
seiten 13 des Hohlraumgehduses 7 werden Hohlraumgehduse 7 und
Kunststoffumhiillung 12 miteinander verankert. Bis auf die
Offnung 14 deckt die Kunststoffumhillung 12 auch die gummie-
lastische Abdeckung 10 im Hohlraum des Hohlraumgehduses 7 ab,
so dass die Abdeckmasse der gummiartigen Abdeckung 10 vor Be-
schddigungen wie Blasenbildung und/oder Rissbildung geschiitzt

bleibt.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine ge-~
dffnete Spritzgussform 20 mit eingesetztem mikroelektromecha-
nischen Bauteil 1 mit einem Hohlraumgeh&duse 7 und gummiarti-
ger Silikongel-Abdeckung 10. Diese Spritzgussform 20 weist
eine erste Moldwerkzeughdlfte 24 auf, in die das Hohlraumge-
hduse 7 mit Hilfe der AuBenanschliisse 9 eingehdngt und ausge-
richtet werden kann. Dabei verbleibt ein Zwischenraum 25 zwi-
schen dem Hohlraumgehduse 7 und den Innenseiten 21 der ersten
Moldwerkzeughalfte 24. Daritiber hinaus weist die Spritzguss-
form 20 eine zweite Moldwerkzeughdlfte 26 auf, die einen
Stempel 22 besitzt, der bei geéffneter Spritzgussform 20 tber
der gummielastischen Abdeckung 10 angeordnet ist und einen
Querschnitt aufweist, welcher der GroBe des druckempfindli-
chen Bereichs 3 dés Halbleiterchips 2 entspricht. Dieser
Stempel 22 ist auf den druckempfindlichen Bereich 3 ausge-

richtet.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine ge-
schlossene Spritzgussform 20 gemidB Figur 2 vor einem Ein-
spritzen einer Kunststoffumhiillung. Bei dem Zusammenfahren
der beiden Moldwerkzeughdlften 24 und 26 dringt der Stempel

22 in die gummielastische Abdeckung 10 ein und verdrangt die-
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se bils auf eine gummielastische Schicht 5 lber dem druckemp-
findlichen Bereich 3 des Halbleiterchips 2. Bei geschlossener
Spritzgussform 20 bildet sich ein Zwischenraum 25 zwischen

den Innenwdnden 21 der Spritzgussform 20 und dem Hohlraumge-
hduse 7 mit gummielastischer Abdeckung 10, der in einem wei-
teren Verfahrensschritt mit einer Kunststoffumhiillung aufge-

fillt wird.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine ge-
schlossene Spritzgussform 20 gemdB Figur 3 nach Einspritzen
der Kunststoffumhiillung 12. Bel dem Einspritzen der Kunst-
stoffumhiillung 12 entsteht gleichzeitig, aufgrund des Stem-
pels 22 der zweiten Moldwerkzeughdlfte 26, eine Offnung in
der Kunststoffumhiillung 12, die aufgrund der La&nge des Stem-
pels 22 durckempfindlichen Bereich 3 des Halbleiterchips 2

reicht.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das mi-
kroelektromechanische Bauteil 1 nach Entnahme aus der Spritz-
gussform 20 gem&Bl Figur 4, wobel nun die Kunststoffumhiillung
12 das Bauteil 1 vollstdndig bis auf die Offnung 14 und die
AuBenanschliisse 9 umschlieBt, wobei lediglich eine diinne gum-
mielastische Schicht 5 nach Abzug des Stempels auf dem druck-

empfindlichen Bereich 3 des Halbleiterchips 2 verbleibt.
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Patentanspriiche
1. Mikroelektromechanisches Bauteil, das folgende Merkmale
aufweist:

einen Halbleiterchip (2) mit

- einem druckempfindlichen Bereich (3) auf sei-
ner aktiven Oberseite (4)

- einer gummielastischen Schicht (5) auf dem '
druckempfindlichen Bereich (3)

- Kontaktflidchen (6) auBerhalb des druckempfind-
lichen Bereichs (3),

ein vorgefertigtes einseitig offenes Hohlraumgehdu-
se (7) mit elektrischen Verbindungen (8) zwischen
AuBenanschliissen (9) des Bauteils (1) und den Kon-
taktfldchen (6) des Halbleiterchips (2)

eine gummielastische Abdeckung (10), welche die
Oberseite (4) des Halbleiterchips (2), Teilbereiche
der elektrische Verbindungen im Inneren des Hohl-
raumgehduses und Innenseiten (11) des Hohlraumge-
hduses (7) abdeckt,

eine Kunststoffumhiillung (12), welche AuBenseiten
(13) des vorgefertigten Hohlraumgehduses (7) und
die gummielastische Abdeckmasse der Abdeckung
(4,10) umhiillt und eine Offnung zu der gummielasti-
schen Schicht (5) auf dem druckempfindlichen Be-
reich (3) des Halbleiterchips (2) aufweist.

2. Bauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die gummielastische Schicht (5) eine geringere Dicke

aufweist als die gummielastische Abdeckung (10).
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Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die GroBe der Offnung (14) in der Kunststoffumhiillung
(12) der Grodbe des druckempfindlichen Bereichs (3) ent-
spricht.

Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Hohlraumgehduse (7) auf den Aulenseiten (13) Veran-
kerungselemente (15) aufweist, die formschlissig das
Hohlraumgeh&use (7) und die Kunststoffumhiillung (12) me-

chanisch miteinander verbinden.

Verfahren zur Herstellung eines mikroelektromechanischen
Bauteils (1) mit einem druckempfindlichen Halbleiterchip
(2), wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
aufweist:

- Bereitstellen eines Halbleiterchips (2) mit einem
druckempfindlichen Bereich (3) auf einer aktiven
Oberseite (4) und mit Kontaktfldchen (6) auBerhalb
des druckempfindlichen Bereichs (3),

- Spritzgiessen eines einseitig offenen Hohlraumge-
hduses (7) mit Seitenwdnden (16) und einem Hohl-
raumboden (17), wobei in die Seitenwidnde (16) elek-
trische Durchfithrungen (18) von Aubenanschllissen
(9) zu inneren KontaktanschluRfldchen eingegossenen
werden,

- Anordnen des Halbleiterchips (2) auf dem Hohlraum-
boden (17)

- Herstellen elektrischer Verbindungen (8) zwischen
den KontaktanschluBflidchen (19) und den Kontaktfla-
chen (6)
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Einbringen einer gummielastischen Abdeckmasse in
das Hohlraumgehduse (7) unter Auffillen des Hohl-
raums mit einer Abdeckung (10),

Einbauen des Hohlraumgeh&duses (7) mit Abdeckmasse
in eine gedffnete Spritzgussform (20) unter Beibe-
haltung eines Abstandes zu den Innenseiten (21) der
Spritzgussform (20), wobei die Spritzgussform (20)
einen Stempel (22) zum Eintauchen in die gummiela-
stische Abdeckmasse aufweist und wobel der Stempel
den druckempfindlichen Bereich (3) des Halbleiter-—
chips (2) unter Aufrechterhalten eines Abstandes
abdeckt,

SchlieBen der Spritzgussform (20) unter Bilden ei-
ner gumﬁielastischen Schicht (5) zwischen Stempel
(22) und druckempfindlichem Bereich (3) des Halb-
leiterchips (2),

Einspritzen einer Kunststoffmasse als Kunststoffum-
hiillung (12), welche Aubenseiten (13) des #orgefer—
tigte Hohlraumgehiuses und die gummielastische Ab-
deckung (10) umhiillt und eine Offnung (14) zu der
gummielastischen Schicht (5) auf dem druckempfind-
lichen Bereich (3) des Halbleiterchips (2) frei-

lasst.
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